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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を調整する薄膜化工程を有するＳＯ
Ｉウェーハの製造方法において、
　（Ａ１）前記ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハの前記薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を
測定する工程、
　（Ａ２）前記（Ａ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚と
前記薄膜化工程での取り代との差分のばらつきがウェーハ面内で小さくなるように、前記
薄膜化工程を行う際の前記ＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるように
前記ＳＯＩウェーハを中心軸まわりに回転させる工程、及び
　（Ａ３）前記（Ａ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層を薄膜化する工程、
を含むことを特徴とするＳＯＩウェーハの製造方法。
【請求項２】
　ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を調整する薄膜化工程を有するＳＯ
Ｉウェーハの製造方法において、
　（Ｂ０）酸化性ガス雰囲気下で熱処理を行って前記ＳＯＩ層の表面に熱酸化膜を形成す
る工程、
　（Ｂ１）前記（Ｂ０）工程で熱酸化膜が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を、前
記熱酸化膜付きのまま測定する工程、
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　（Ｂ２）前記（Ｂ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記熱酸化膜が形成されたＳＯＩ
ウェーハのＳＯＩ膜厚と前記薄膜化工程での取り代との差分のばらつきがウェーハ面内で
小さくなるように、前記薄膜化工程を行う際の前記ＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、
該回転位置になるように前記ＳＯＩウェーハを中心軸まわりに回転させる工程、及び
　（Ｂ３）前記（Ｂ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層表面の熱酸化膜除去
及び前記ＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によって、前記ＳＯＩ層のエッチング
量を前記（Ｂ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚に応じて制御しながら、前記ＳＯＩ層を薄膜
化する工程、
を含むことを特徴とするＳＯＩウェーハの製造方法。
【請求項３】
　ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を調整する第一と第二の薄膜化工程
を有するＳＯＩウェーハの製造方法において、
　（Ｃ０）酸化性ガス雰囲気下で熱処理を行って前記ＳＯＩ層の表面に熱酸化膜を形成す
る工程、
　（Ｃ１）前記（Ｃ０）工程で熱酸化膜が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を、前
記熱酸化膜付きのまま測定する工程、
　（Ｃ２）前記（Ｃ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記第一の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記熱酸化膜が形成された
ＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚と前記第一の薄膜化工程での取り代との差分のばらつきがウ
ェーハ面内で小さくなるように、前記第一の薄膜化工程を行う際の前記ＳＯＩウェーハの
回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェーハを中心軸まわりに回転さ
せる工程、
　（Ｃ３）前記（Ｃ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層表面の熱酸化膜除去
及び前記ＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によって、前記ＳＯＩ層のエッチング
量を前記（Ｃ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚に応じて制御しながら、前記ＳＯＩ層を最終
のターゲット値より厚くなるように薄膜化する第一の薄膜化工程、
　（Ｃ４）前記第一の薄膜化工程後のＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を測定する工程、
　（Ｃ５）前記（Ｃ４）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記第二の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記第一の薄膜化工程後の
ＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚と前記第二の薄膜化工程での取り代との差分のばらつきがウ
ェーハ面内で小さくなるように、前記第二の薄膜化工程を行う際の前記ＳＯＩウェーハの
回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェーハを中心軸まわりに回転さ
せる工程、及び
　（Ｃ６）前記（Ｃ５）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層のエッチングを含む
洗浄によって、前記ＳＯＩ層のエッチング量を前記（Ｃ４）工程で得られたＳＯＩ膜厚に
応じて制御しながら、前記ＳＯＩ層を最終のターゲット値となるように薄膜化する第二の
薄膜化工程、
を含むことを特徴とするＳＯＩウェーハの製造方法。
【請求項４】
　前記（Ｃ６）工程の洗浄を、枚葉式洗浄で行うことを特徴とする請求項３に記載のＳＯ
Ｉウェーハの製造方法。
【請求項５】
　前記回転位置の決定を、前記膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布の最大値を
示す領域と、前記予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布の最大値を示す領域とが一致
する位置に決定することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のＳＯ
Ｉウェーハの製造方法。
【請求項６】
　前記回転位置の決定を、前記膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布の最小値を
示す領域と、前記予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布の最小値を示す領域とが一致
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する位置に決定することを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のＳＯ
Ｉウェーハの製造方法。
【請求項７】
　前記回転位置の決定を、前記膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び前記
予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布をもとに、前記回転位置を所定の角度ずつ変え
た場合の薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の面内分布をそれぞれ計算し、該計算した薄膜化工程
後のＳＯＩ膜厚の面内最大値と面内最小値の差が最小となる位置に決定することを特徴と
する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載のＳＯＩウェーハの製造方法。
【請求項８】
　前記薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を測定する工程及びその後に行う前記ＳＯＩウェーハを
回転させる工程を、同一の装置内で行うことを特徴とする請求項１から請求項７のいずれ
か一項に記載のＳＯＩウェーハの製造方法。
【請求項９】
　前記ＳＯＩ層の形成を、少なくとも、イオンの注入により形成された微小気泡層を有す
るボンドウェーハと支持基板となるベースウェーハとを接合する工程と、前記微小気泡層
を境界として前記ボンドウェーハを剥離して前記ベースウェーハ上に薄膜を形成する工程
とを有するイオン注入剥離法によって行うことを特徴とする請求項１から請求項８のいず
れか一項に記載のＳＯＩウェーハの製造方法。
【請求項１０】
　前記薄膜化工程を、ＳＣ１溶液に浸漬することによって行うことを特徴とする請求項１
から請求項９のいずれか一項に記載のＳＯＩウェーハの製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＯＩウェーハの製造方法に関し、特に、ＦＤ－ＳＯＩ（Ｆｕｌｌｙ　Ｄｅ
ｐｌｅｔｅｄ　Ｓｉｌｉｃｏｎ－Ｏｎ－Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ：完全空乏型ＳＯＩ）と呼ば
れ、極めて高いＳＯＩ層膜厚の均一性が要求されるＳＯＩウェーハの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層を薄膜化する方法の１つとして
ＳＯＩウェーハをバッチ式熱処理炉で熱処理し、ＳＯＩ層表面のＳｉを酸化させて酸化膜
に変質させた後、この酸化膜を除去する方法（いわゆる、犠牲酸化処理）が行われてきた
。
【０００３】
　この方法によってＳＯＩ膜厚を精度良く目的の値に薄膜化するには、酸化膜厚が狙い値
になるよう正確に制御することが必要となる。しかし、実際には酸化時間中の大気圧の変
動により酸化レートが変化するため、熱処理により成長する酸化膜厚を正確に制御するこ
とは非常に困難である。このため、酸化膜の形成と除去による薄膜化を行う場合には、薄
膜化工程後のＳＯＩ膜厚が目的の値よりも若干（３ｎｍ程度）厚くなるように酸化膜の形
成と除去による薄膜化を行い、その後、別途、エッチングによる薄膜化によって目的の値
になるようにエッチング時間を制御する方法がとられてきた。
【０００４】
　この２段階の薄膜化の方法では、特許文献１に示されているように、酸化後の酸化膜を
除去した後にＳＯＩ膜厚を測定し、その値をもとに次段のエッチング工程の取り代を設定
する方法がとられてきた。
　また酸化膜の形成と除去及びエッチングによる上記２段階の薄膜化工程において、工程
を短縮する方法として、酸化後に酸化膜が付いたままＳＯＩ層の膜厚を測定し、測定した
ＳＯＩ層の膜厚をもとに、酸化膜除去及びエッチング、更には洗浄工程を洗浄の同一バッ
チ処理で行う方法が提案されている。
　また、酸化膜の形成と除去及びバッチ式洗浄機による薄膜化に加えて、枚葉式のエッチ
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ング装置を用いてＳＯＩ層の薄膜化を制御する方法も提案されている（特許文献２）。
【０００５】
　しかしながら、これらの方法によってＳＯＩ層の膜厚を高精度に制御しても、酸化膜形
成・除去やエッチング等の薄膜化工程において面内取り代ばらつきが生じてしまい薄膜化
工程後のＳＯＩ層の面内膜厚分布が悪化してしまうため、例えばＦＤ－ＳＯＩウェーハの
ようにウェーハ面内の全点が目的のＳＯＩ膜厚±０．５ｎｍ以内といった高精度の膜厚均
一性が必要な場合には、膜厚均一性の要求を満たせないという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２６６０５９号公報
【特許文献２】特開２０１０－０９２９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、薄膜化工程後のＳＯＩ層の
面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウェーハを製造できるＳＯＩウェーハの製造方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明では、ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯ
Ｉ膜厚を調整する薄膜化工程を有するＳＯＩウェーハの製造方法において、
　（Ａ１）前記ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハの前記薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を
測定する工程、
　（Ａ２）前記（Ａ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記薄膜化工程を行う際の前記Ｓ
ＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェーハを中心軸
まわりに回転させる工程、及び
　（Ａ３）前記（Ａ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層を薄膜化する工程、
を含むＳＯＩウェーハの製造方法を提供する。
【０００９】
　このようなＳＯＩウェーハの製造方法であれば、ＳＯＩ膜厚を調整する薄膜化工程後の
ＳＯＩ層の面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウェーハを製造することができる。
【００１０】
　また、本発明では、ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を調整する薄膜
化工程を有するＳＯＩウェーハの製造方法において、
　（Ｂ０）酸化性ガス雰囲気下で熱処理を行って前記ＳＯＩ層の表面に熱酸化膜を形成す
る工程、
　（Ｂ１）前記（Ｂ０）工程で熱酸化膜が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を、前
記熱酸化膜付きのまま測定する工程、
　（Ｂ２）前記（Ｂ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記薄膜化工程を行う際の前記Ｓ
ＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェーハを中心軸
まわりに回転させる工程、及び
　（Ｂ３）前記（Ｂ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層表面の熱酸化膜除去
及び前記ＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によって、前記ＳＯＩ層のエッチング
量を前記（Ｂ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚に応じて制御しながら、前記ＳＯＩ層を薄膜
化する工程、
を含むＳＯＩウェーハの製造方法を提供する。
【００１１】
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　このようなＳＯＩウェーハの製造方法であれば、ＳＯＩ膜厚を調整する薄膜化工程の前
にＳＯＩ層表面に形成した熱酸化膜を除去し、エッチングによって膜厚を調整することで
、薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウェーハを製造することがで
きる。
【００１２】
　また、本発明では、ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を調整する第一
と第二の薄膜化工程を有するＳＯＩウェーハの製造方法において、
　（Ｃ０）酸化性ガス雰囲気下で熱処理を行って前記ＳＯＩ層の表面に熱酸化膜を形成す
る工程、
　（Ｃ１）前記（Ｃ０）工程で熱酸化膜が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を、前
記熱酸化膜付きのまま測定する工程、
　（Ｃ２）前記（Ｃ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記第一の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記第一の薄膜化工程を行
う際の前記ＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェ
ーハを中心軸まわりに回転させる工程、
　（Ｃ３）前記（Ｃ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層表面の熱酸化膜除去
及び前記ＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によって、前記ＳＯＩ層のエッチング
量を前記（Ｃ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚に応じて制御しながら、前記ＳＯＩ層を最終
のターゲット値より厚くなるように薄膜化する第一の薄膜化工程、
　（Ｃ４）前記第一の薄膜化工程後のＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を測定する工程、
　（Ｃ５）前記（Ｃ４）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記第二の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記第二の薄膜化工程を行
う際の前記ＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェ
ーハを中心軸まわりに回転させる工程、及び
　（Ｃ６）前記（Ｃ５）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層のエッチングを含む
洗浄によって、前記ＳＯＩ層のエッチング量を前記（Ｃ４）工程で得られたＳＯＩ膜厚に
応じて制御しながら、前記ＳＯＩ層を最終のターゲット値となるように薄膜化する第二の
薄膜化工程、
を含むＳＯＩウェーハの製造方法を提供する。
【００１３】
　このようなＳＯＩウェーハの製造方法であれば、ＳＯＩ膜厚を調整する薄膜化工程の前
にＳＯＩ層表面に形成した熱酸化膜を除去する第一の薄膜化工程と、エッチングによって
狙いの膜厚に調整する第二の薄膜化工程の２段階の薄膜化工程によって、薄膜化工程後の
ＳＯＩ層の面内膜厚均一性がより良好なＳＯＩウェーハを製造することができる。
【００１４】
　またこのとき、前記（Ｃ６）工程の洗浄を、枚葉式洗浄で行うことが好ましい。
【００１５】
　第二の薄膜化工程を枚葉式洗浄で行うことで、薄膜化工程後のＳＯＩ層の膜厚の制御性
を更に向上させてＳＯＩウェーハを製造することができる。
【００１６】
　またこのとき、前記回転位置の決定を、前記膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内
分布の最大値を示す領域と、前記予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布の最大値を示
す領域とが一致する位置に決定することが好ましい。
【００１７】
　またこのとき、前記回転位置の決定を、前記膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内
分布の最小値を示す領域と、前記予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布の最小値を示
す領域とが一致する位置に決定することが好ましい。
【００１８】
　またこのとき、前記回転位置の決定を、前記膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内
分布、及び前記予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布をもとに、前記回転位置を所定
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の角度ずつ変えた場合の薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の面内分布をそれぞれ計算し、該計算
した薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の面内最大値と面内最小値の差が最小となる位置に決定す
ることが好ましい。
【００１９】
　このような基準で決定した回転位置になるようにＳＯＩウェーハを回転させて薄膜化工
程を行うことで、より確実に薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウ
ェーハを製造することができる。
【００２０】
　またこのとき、前記薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を測定する工程及びその後に行う前記Ｓ
ＯＩウェーハを回転させる工程を、同一の装置内で行うことが好ましい。
【００２１】
　このように同一装置内で行えば、工程を簡略化することができる。
【００２２】
　またこのとき、前記ＳＯＩ層の形成を、少なくとも、イオンの注入により形成された微
小気泡層を有するボンドウェーハと支持基板となるベースウェーハとを接合する工程と、
前記微小気泡層を境界として前記ボンドウェーハを剥離して前記ベースウェーハ上に薄膜
を形成する工程とを有するイオン注入剥離法によって行うことが好ましい。
【００２３】
　このように、本発明のＳＯＩウェーハの製造方法のＳＯＩ層の形成には、イオン注入剥
離法を好適に用いることができる。
【００２４】
　またこのとき、前記薄膜化工程を、ＳＣ１溶液に浸漬することによって行うことが好ま
しい。
【００２５】
　このように、本発明のＳＯＩウェーハの製造方法の薄膜化工程には、ＳＣ１溶液を好適
に用いることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように、本発明のＳＯＩウェーハの製造方法であれば、例えばＳＯＩ層表面に形
成した熱酸化膜を除去してＳＯＩ層の薄膜化を行う方法や、熱酸化膜除去と膜厚調整の２
段階の薄膜化工程によってＳＯＩ層の薄膜化を行う方法において、ＳＯＩ層の膜厚を高精
度に制御しながら、薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウェーハを
製造することができる。従って、このような方法であれば、極めて高いＳＯＩ層膜厚均一
性が要求されるＦＤ－ＳＯＩウェーハの製造方法として好適である。また、ＳＯＩ膜厚の
面内分布が向上するため、狙いのＳＯＩ膜厚を有するＳＯＩウェーハの製造歩留が向上し
、結果として、プロセスのコストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明のＳＯＩウェーハの製造方法の一例を示すフロー図である。
【図２】図１のフローでＳＯＩウェーハを製造した場合の各段階のＳＯＩ膜厚の面内分布
、及び予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布の一例を示す図であり、（ａ）は薄膜化
工程前のＳＯＩ膜厚の面内分布、（ｂ）は予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布、（
ｃ）はウェーハ回転後のＳＯＩ膜厚の面内分布、（ｄ）は薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の面
内分布を示す。
【図３】本発明のＳＯＩウェーハの製造方法の別の一例を示すフロー図である。
【図４】本発明のＳＯＩウェーハの製造方法の更に別の一例を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　上述のように、ＳＯＩ膜厚を調整する薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均一性が良好
なＳＯＩウェーハを製造できるＳＯＩウェーハの製造方法の開発が求められていた。
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【００２９】
　本発明者らは、上記課題について鋭意検討を重ねた結果、薄膜化工程前のＳＯＩ層の面
内分布には偏りがあり、また薄膜化工程での面内取り代分布にも偏りがあるため、例えば
、薄膜化工程前のＳＯＩ層の膜厚が薄い箇所が薄膜化工程での取り代の大きい箇所となっ
てしまった場合に、薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均一性が悪化することを見出した
。更に、本発明者らはこのことから、薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を測定し、測定したＳＯ
Ｉ膜厚の面内分布と予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、薄膜化工程を
行う際のＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、このような回転位置になるようにＳＯＩウ
ェーハを中心軸まわりに回転させた状態で薄膜化工程を行うことで、薄膜化工程後のＳＯ
Ｉ層の面内膜厚均一性を改善できることを見出し、本発明を完成させた。
【００３０】
　即ち、本発明は、ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を調整する薄膜化
工程を有するＳＯＩウェーハの製造方法において、
　（Ａ１）前記ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハの前記薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を
測定する工程、
　（Ａ２）前記（Ａ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記薄膜化工程を行う際の前記Ｓ
ＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェーハを中心軸
まわりに回転させる工程、及び
　（Ａ３）前記（Ａ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層を薄膜化する工程、
を含むＳＯＩウェーハの製造方法である。
【００３１】
　以下、本発明について詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００３２】
　本発明のＳＯＩウェーハの製造方法の一例について、図１のフロー図を参照しながら説
明する。図１のＳＯＩウェーハの製造方法では、まずウェーハにＳＯＩ層を形成し、次に
薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を測定する（図１（Ａ１））。次に、（Ａ１）工程の膜厚測定
により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布に
基づいて、薄膜化工程を行う際のＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、決定した回転位置
になるようにＳＯＩウェーハを中心軸まわりに回転させる（図１（Ａ２））。次に、（Ａ
２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層を薄膜化する（図１（Ａ３））。
【００３３】
　以下、各工程についてさらに詳しく説明する。
［ＳＯＩ層の形成］
　本発明において、ＳＯＩ層の形成方法は特に限定されないが、例えば、イオンの注入に
より形成された微小気泡層を有するボンドウェーハと支持基板となるベースウェーハとを
接合する工程と、微小気泡層を境界としてボンドウェーハを剥離してベースウェーハ上に
薄膜を形成する工程とを有するイオン注入剥離法によって行うことが好ましい。イオン注
入剥離法であれば、極薄で比較的面内膜厚分布の小さいＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェ
ーハが得られる。
【００３４】
［（Ａ１）薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚測定］
　（Ａ１）工程では、ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を調整する薄膜
化工程前のＳＯＩ膜厚を測定する。薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚測定は、特に限定されず、
公知の方法で行えばよい。
【００３５】
［（Ａ２）ＳＯＩウェーハの回転位置の決定及びＳＯＩウェーハの回転］
　（Ａ２）工程では、（Ａ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及
び予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、薄膜化工程を行う際のＳＯＩウ
ェーハの回転位置を決定し、決定した回転位置になるようにＳＯＩウェーハを中心軸まわ
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りに回転させる。
【００３６】
　ＳＯＩ膜厚を調整する薄膜化工程での面内取り代分布を予め求める際には、例えば実際
に後工程である薄膜化工程で使用する薄膜化手段（例えば、バッチ式洗浄機や枚葉式洗浄
機など）を用いて、ＳＯＩ膜厚がターゲット値となるように薄膜化を行い、薄膜化後にＳ
ＯＩ膜厚測定を行って取り代分布を求めればよい。
【００３７】
　薄膜化工程を行う際のＳＯＩウェーハの回転位置の決定は、（Ａ１）工程の膜厚測定に
より得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布に基
づいて行われる。上述のように、例えば、薄膜化工程前のＳＯＩ層の膜厚が薄い箇所が薄
膜化工程での取り代の大きい箇所となってしまった場合に、薄膜化工程後のＳＯＩ層の面
内膜厚均一性が悪化することから、回転位置は薄膜化工程前のＳＯＩ層の膜厚と薄膜化工
程での取り代との差分のばらつきがウェーハ面内で小さくなるように決定すればよい。回
転位置を決定する基準として、より具体的には、例えば以下の３つの基準を挙げることが
できる。
【００３８】
（基準１）
　膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布の最大値を示す領域と、予め求めた薄膜
化工程での面内取り代分布の最大値を示す領域とが一致する位置を回転位置に決定する。
（基準２）
　膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布の最小値を示す領域と、予め求めた薄膜
化工程での面内取り代分布の最小値を示す領域とが一致する位置を回転位置に決定する。
（基準３）
　膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め求めた薄膜化工程での面内取
り代分布をもとに、回転位置を所定の角度ずつ変えた場合の薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の
面内分布をそれぞれ計算し、該計算した薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の面内最大値と面内最
小値の差が最小となる位置を回転位置に決定する。
【００３９】
　例えば上記のいずれかの基準で決定した回転角度になるようにＳＯＩウェーハを回転さ
せて薄膜化工程を行うことで、薄膜化工程起因のＳＯＩ膜厚の面内分布を改善、あるいは
面内分布の悪化を最小化することができる。また、もちろん回転位置の決定基準はこれら
に限定されるものではなく、薄膜化工程前のＳＯＩ層の膜厚と薄膜化工程での取り代との
差分のばらつきがウェーハ面内で小さくなるような任意の基準で回転位置を決定すればよ
い。
【００４０】
　このとき、薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を測定する工程（（Ａ１）工程）及びその後に行
うＳＯＩウェーハを回転させる工程（（Ａ２）工程）を同一の装置内で行えば、工程が簡
略化できるため好ましい。より具体的には、（Ａ１）工程で使用したＳＯＩ膜厚測定装置
内にアライメント用のウェーハ回転機構が付属している場合に、ＳＯＩ膜厚測定直後のウ
ェーハ回収時に、測定したＳＯＩ膜厚の面内分布と予め求めた薄膜化工程での面内取り代
分布に基づいてウェーハの回転位置を決定し、決定した回転位置になるようにＳＯＩ膜厚
測定装置内のウェーハ回転機構を用いてウェーハを回転させた後、薄膜化工程で使用する
洗浄機の洗浄用キャリア内に回収すれば、ＳＯＩ膜厚測定と薄膜化工程前のウェーハの回
転を同一装置内で行うことができ、作業の簡略化が可能となる。
【００４１】
［（Ａ３）回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層の薄膜化］
　（Ａ３）工程では、（Ａ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層を薄膜化する
。ＳＯＩ膜厚を調整するＳＯＩ層の薄膜化の方法としては、バッチ式洗浄機を用いた洗浄
（エッチング）による薄膜化を適用することが効果的であるが、これに限定されることな
く、所望の取り代などに応じて、枚葉式洗浄機を用いた洗浄（エッチング）、犠牲酸化処



(9) JP 6086105 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

理（バッチ処理、枚葉処理）、ガス（ＨＣｌ等）によるガスエッチング、ドライエッチン
グ、ウェットエッチング、水素やアルゴン等の還元性雰囲気熱処理によるＳＯＩ層の減厚
を伴う平坦化処理等の種々の薄膜化方法を適用することができる。
【００４２】
　また、薄膜化工程は、ＳＯＩウェーハをＳＣ１溶液（ＮＨ４ＯＨとＨ２Ｏ２の混合水溶
液）に浸漬することによって行うことが好ましい。
【００４３】
　バッチ式洗浄機とＳＣ１溶液を用いた洗浄（エッチング）の場合、水槽内の上下でＳｉ
エッチングの面内取り代分布の偏りが生じやすく、水槽上部に浸漬された部分のエッチン
グ取り代は、水槽下部で浸漬された部分のエッチング取り代よりも小さくなる傾向がある
。その原因としては循環ラインで加熱した薬液が水槽内下部から供給されることや、液面
からウェーハを出し入れするために、浸漬時間がウェーハ面内で異なりウェーハ下部ほど
浸漬時間が長くなることなどによる。
【００４４】
　このことから、薄膜化工程をバッチ式洗浄機とＳＣ１溶液を用いた洗浄（エッチング）
で行う場合は、薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布と、
上述のエッチングの面内取り代分布の偏りに基づいて、バッチ式洗浄機による洗浄前に例
えばＳＯＩ膜厚の薄い部分がバッチ式洗浄機の水槽内上側になるように回転位置を決め、
予めバッチ式洗浄の前にウェーハを回転させて洗浄用キャリアに仕込んで洗浄を行えば、
バッチ式洗浄機による薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の面内分布を薄膜化工程前に比べて改善
、あるいは薄膜化工程後の面内分布の悪化を最小化することができる。
【００４５】
　また、バッチ式洗浄機での面内取り代分布を予め調べてデータベース化しておけば、薄
膜化工程前のＳＯＩ膜厚測定の結果をもとに、バッチ内の各々のＳＯＩウェーハの回転位
置を決定し、各々のウェーハを決定した回転位置となるように回転させた後、洗浄用キャ
リアに仕込んで洗浄を行うことができるため、各ウェーハの面内分布を高精度で改善でき
るとともに更に工程を簡略化することができる。
【００４６】
　また、ウェーハ浸漬型の枚葉式洗浄機ではバッチ式と同様に水槽内の上下でＳｉエッチ
ングの面内取り代分布の偏りが生じやすいため、薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚測定により得
られたＳＯＩ膜厚の面内分布と、上述のエッチングの面内取り代分布の偏りに基づいて、
枚葉式洗浄機による薄膜化前にＳＯＩ膜厚の薄い部分が枚様式洗浄機の水槽内上側になる
ように回転位置を決め、予め枚葉式洗浄の前にウェーハを回転させて洗浄用キャリアに仕
込んで洗浄を行えば、枚葉式洗浄機による薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の面内分布を薄膜化
工程前に比べて改善、あるいは薄膜化工程後の面内分布の悪化を最小化することができる
。
【００４７】
　一方、ウェーハを水平に保持し、上部配管より薬液を注水する薬液注水型の枚葉式洗浄
機では、薄膜化工程中にウェーハを連続的に回転させる方法が用いられる。このため、薄
膜化工程での面内取り代分布が同心円状となり、薄膜化工程前のウェーハを決定した回転
位置となるように中心軸まわりに回転させても面内膜厚分布への影響は小さいが、薄膜化
工程中のウェーハの連続回転が偏心している場合では面内取り代分布が同心円からずれる
ために、薄膜化工程前のウェーハを所望の回転位置に回転させることで、薄膜化工程後の
ＳＯＩ膜厚の面内分布を薄膜化工程前に比べて改善、あるいは薄膜化工程後の面内分布の
悪化を最小化することができる。
【００４８】
　以下、図２を参照しながら本発明のＳＯＩウェーハの製造方法をより具体的に説明する
が、本発明はこれに限定されるものではない。図２は、実際に図１のフローでＳＯＩウェ
ーハを製造した場合の各段階のＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め求めた薄膜化工程での面
内取り代分布の例を示しており、図２（ａ）は薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚の面内分布、図
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２（ｂ）は予め求めた薄膜化工程での面内取り代分布、図２（ｃ）はウェーハ回転後のＳ
ＯＩ膜厚の面内分布、図２（ｄ）は薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の面内分布を示す。
【００４９】
　まず、ウェーハにＳＯＩ層を形成し、次に（Ａ１）工程として、薄膜化工程前のＳＯＩ
膜厚を測定して図２（ａ）のようなＳＯＩ膜厚の面内分布を得る。例えば、図２（ａ）で
は、ＳＯＩ膜厚の平均値は１６．７ｎｍ、面内膜厚分布（膜厚Ｒａｎｇｅ：膜厚の面内最
大値－面内最小値）は０．５９ｎｍであり、７時半の測定位置（ウェーハ上端を０度とし
て時計回りに２２５度の位置）で最もＳＯＩ膜厚が薄いことが分かる。
【００５０】
　次に、（Ａ２）工程として、薄膜化工程を行う際のウェーハの回転位置を決定するが、
その前にＳＣ１溶液を用いたバッチ式洗浄機でＳＯＩ膜厚が１２．０ｎｍとなるまで薄膜
化した際の面内取り代分布を予め測定し、図２（ｂ）のような薄膜化工程での面内取り代
分布を求めておく。例えば、図２（ｂ）では、平均取り代は４．７ｎｍ、面内取り代分布
（取り代Ｒａｎｇｅ：取り代の面内最大値－面内最小値）は０．１８ｎｍであり、洗浄用
キャリア内の上側で取り代が最も少ないことが分かる。
【００５１】
　次に、（Ａ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚の面内分布（図２（ａ））と、上述のように
して求めた薄膜化工程での面内取り代分布（図２（ｂ））に基づいて、バッチ式洗浄を行
う際のウェーハの回転位置を決定する。このとき、回転位置は例えば上述のような基準に
基づいて任意に決定することができるが、ここでは、最もＳＯＩ膜厚が薄い７時半の測定
位置を、取り代が最も少ない洗浄用キャリア内の上側に合わせた状態でバッチ式洗浄を行
う場合を例に挙げる。この場合、最もＳＯＩ膜厚が薄い７時半の測定位置が洗浄用キャリ
ア内の上側（０時の位置）になるように、時計回りに１３５度回転させる（図２（ｃ））
。このときのウェーハの回転は、上述のように、（Ａ１）工程に使用したＳＯＩ膜厚測定
装置内で行ってもよいし、ＳＯＩ膜厚測定装置から取り出してから別途行ってもよい。
【００５２】
　次に、（Ａ３）工程として、図２（ｃ）のように時計回りに１３５度回転させた状態の
ウェーハを洗浄用キャリアに移載し、ＳＯＩ膜厚が１２．０ｎｍとなるまでＳＣ１溶液を
用いたバッチ式洗浄機による薄膜化を行う。
　薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚分布を測定すると、図２（ｄ）のようにＳＯＩ膜厚の平均値
は１２．０ｎｍ、面内膜厚分布（膜厚Ｒａｎｇｅ）は０．５６ｎｍとなっており、このこ
とから図１のようなフローで薄膜化工程を行うことで、薄膜化工程前に比べて面内膜厚分
布を改善させることができ、薄膜化工程後の面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウェーハを製
造できることが分かる。
【００５３】
　以上説明したように、本発明のＳＯＩウェーハの製造方法であれば、ＳＯＩ膜厚を調整
する薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウェーハを製造することが
できる。
【００５４】
　また、本発明では、ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を調整する薄膜
化工程を有するＳＯＩウェーハの製造方法において、
　（Ｂ０）酸化性ガス雰囲気下で熱処理を行って前記ＳＯＩ層の表面に熱酸化膜を形成す
る工程、
　（Ｂ１）前記（Ｂ０）工程で熱酸化膜が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を、前
記熱酸化膜付きのまま測定する工程、
　（Ｂ２）前記（Ｂ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記薄膜化工程を行う際の前記Ｓ
ＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェーハを中心軸
まわりに回転させる工程、及び
　（Ｂ３）前記（Ｂ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層表面の熱酸化膜除去
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及び前記ＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によって、前記ＳＯＩ層のエッチング
量を前記（Ｂ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚に応じて制御しながら、前記ＳＯＩ層を薄膜
化する工程、
を含むＳＯＩウェーハの製造方法を提供する。
【００５５】
　このようなＳＯＩウェーハの製造方法の一例について、図３のフロー図を参照しながら
説明する。図３のＳＯＩウェーハの製造方法では、まずウェーハにＳＯＩ層を形成し、次
に酸化性ガス雰囲気下で熱処理を行ってＳＯＩ層の表面に熱酸化膜を形成する（図３（Ｂ
０））。次に、薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を、熱酸化膜付きのまま測定する（図３（Ｂ１
））。次に、（Ｂ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め求
めた薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、薄膜化工程を行う際のＳＯＩウェーハの
回転位置を決定し、決定した回転位置になるようにＳＯＩウェーハを中心軸まわりに回転
させる（図３（Ｂ２））。次に、（Ｂ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層表
面の熱酸化膜除去及びＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によって、ＳＯＩ層のエ
ッチング量を（Ｂ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚に応じて制御しながら、ＳＯＩ層を薄膜
化する（図３（Ｂ３））。
【００５６】
［（Ｂ０）熱酸化膜の形成］
　本発明において、熱酸化膜の形成は酸化性ガス雰囲気下で熱処理を行う方法であれば特
に限定されず、公知の方法で行うことができる。
【００５７】
　なお、ＳＯＩ層の形成、（Ｂ１）工程、及び（Ｂ２）工程は、それぞれ上述のＳＯＩ層
の形成、（Ａ１）工程、及び（Ａ２）工程と同様に行えばよい。
【００５８】
［（Ｂ３）回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層の薄膜化］
　（Ｂ３）工程では、（Ｂ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層表面の熱酸化
膜除去及びＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によって、ＳＯＩ層のエッチング量
を（Ｂ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚（例えば、面内平均値）に応じて制御しながら、Ｓ
ＯＩ層を薄膜化する。ＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄による薄膜化の具体的な
方法は、特に限定されないが、上述のバッチ式洗浄機とＳＣ１溶液を用いた洗浄（エッチ
ング）を適用することが好ましい。
【００５９】
　このようなＳＯＩウェーハの製造方法であれば、薄膜化工程の前にＳＯＩ層表面に形成
した熱酸化膜を除去し、エッチングによって膜厚を調整することで、薄膜化工程後のＳＯ
Ｉ層の面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウェーハを製造することができる。
【００６０】
　また、本発明では、ＳＯＩ層が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を調整する第一
と第二の薄膜化工程を有するＳＯＩウェーハの製造方法において、
　（Ｃ０）酸化性ガス雰囲気下で熱処理を行って前記ＳＯＩ層の表面に熱酸化膜を形成す
る工程、
　（Ｃ１）前記（Ｃ０）工程で熱酸化膜が形成されたＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を、前
記熱酸化膜付きのまま測定する工程、
　（Ｃ２）前記（Ｃ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記第一の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記第一の薄膜化工程を行
う際の前記ＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェ
ーハを中心軸まわりに回転させる工程、
　（Ｃ３）前記（Ｃ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層表面の熱酸化膜除去
及び前記ＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によって、前記ＳＯＩ層のエッチング
量を前記（Ｃ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚に応じて制御しながら、前記ＳＯＩ層を最終
のターゲット値より厚くなるように薄膜化する第一の薄膜化工程、
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　（Ｃ４）前記第一の薄膜化工程後のＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を測定する工程、
　（Ｃ５）前記（Ｃ４）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び予め
求めた前記第二の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、前記第二の薄膜化工程を行
う際の前記ＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるように前記ＳＯＩウェ
ーハを中心軸まわりに回転させる工程、及び
　（Ｃ６）前記（Ｃ５）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層のエッチングを含む
洗浄によって、前記ＳＯＩ層のエッチング量を前記（Ｃ４）工程で得られたＳＯＩ膜厚に
応じて制御しながら、前記ＳＯＩ層を最終のターゲット値となるように薄膜化する第二の
薄膜化工程、
を含むＳＯＩウェーハの製造方法を提供する。
【００６１】
　このようなＳＯＩウェーハの製造方法の一例について、図４のフロー図を参照しながら
説明する。図４のＳＯＩウェーハの製造方法では、まずウェーハにＳＯＩ層を形成し、次
に酸化性ガス雰囲気下で熱処理を行ってＳＯＩ層の表面に熱酸化膜を形成する（図４（Ｃ
０））。次に、第一の薄膜化工程前のＳＯＩ膜厚を、熱酸化膜付きのまま測定する（図４
（Ｃ１））。次に、（Ｃ１）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及び
予め求めた第一の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、第一の薄膜化工程を行う際
のＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、決定した回転位置になるようにＳＯＩウェーハを
中心軸まわりに回転させる（図４（Ｃ２））。次に、（Ｃ２）工程で回転させたＳＯＩウ
ェーハのＳＯＩ層表面の熱酸化膜除去及びＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によ
って、ＳＯＩ層のエッチング量を（Ｃ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚に応じて制御しなが
ら、ＳＯＩ層を最終のターゲット値より厚くなるように薄膜化する（第一の薄膜化工程；
図４（Ｃ３））。次に、第一の薄膜化工程後のＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を測定する（
図４（Ｃ４））。次に、（Ｃ４）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、
及び予め求めた第二の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、第二の薄膜化工程を行
う際のＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるようにＳＯＩウェーハを中
心軸まわりに回転させる（図４（Ｃ５））。次に、（Ｃ５）工程で回転させたＳＯＩウェ
ーハのＳＯＩ層のエッチングを含む洗浄によって、ＳＯＩ層のエッチング量を（Ｃ４）工
程で得られたＳＯＩ膜厚に応じて制御しながら、ＳＯＩ層を最終のターゲット値となるよ
うに薄膜化する（第二の薄膜化工程；図４（Ｃ６））。
【００６２】
　なお、ＳＯＩ層の形成、（Ｃ１）工程、及び（Ｃ２）工程は、それぞれ上述のＳＯＩ層
の形成、（Ａ１）工程、及び（Ａ２）工程と同様に行えばよい。また、（Ｃ０）工程は、
上述の（Ｂ０）工程と同様に行えばよい。
【００６３】
［（Ｃ３）回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層の薄膜化（第一の薄膜化工程）］
　（Ｃ３）工程では、（Ｃ２）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層表面の熱酸化
膜除去及びＳＯＩ層のエッチングを含むバッチ式洗浄によって、ＳＯＩ層のエッチング量
を（Ｃ１）工程で得られたＳＯＩ膜厚（例えば、面内平均値）に応じて制御しながら、Ｓ
ＯＩ層を最終のターゲット値より厚くなるように薄膜化する。（Ｃ３）工程は、上述の（
Ｂ３）工程と同様にして行えばよいが、第一の薄膜化工程では最終のターゲット値より厚
くなるように薄膜化し、後述の第二の薄膜化工程で最終のターゲット値となるように薄膜
化する。
【００６４】
［（Ｃ４）第一の薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚測定］
　（Ｃ４）工程では、第一の薄膜化工程後のＳＯＩウェーハのＳＯＩ膜厚を測定する。（
Ｃ４）工程は、上述の（Ａ１）工程と同様に行えばよい。
【００６５】
［（Ｃ５）ＳＯＩウェーハの回転位置の決定及びＳＯＩウェーハの回転］
　（Ｃ５）工程では、（Ｃ４）工程の膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布、及
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び予め求めた第二の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、第二の薄膜化工程を行う
際のＳＯＩウェーハの回転位置を決定し、該回転位置になるようにＳＯＩウェーハを中心
軸まわりに回転させる。（Ｃ５）工程は、上述の（Ａ２）工程と同様に行えばよい。
【００６６】
［（Ｃ６）回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層の薄膜化（第二の薄膜化工程）］
　（Ｃ６）工程では、（Ｃ５）工程で回転させたＳＯＩウェーハのＳＯＩ層のエッチング
を含む洗浄によって、ＳＯＩ層のエッチング量を（Ｃ４）工程で得られたＳＯＩ膜厚（例
えば、面内平均値）に応じて制御しながら、ＳＯＩ層を最終のターゲット値となるように
薄膜化する。なお、（Ｃ６）工程の洗浄は、上述の（Ａ３）工程と同様にして行えばよく
、特に枚葉式洗浄で行うことが好ましい。
【００６７】
　このようなＳＯＩウェーハの製造方法であれば、薄膜化工程の前にＳＯＩ層表面に形成
した熱酸化膜を除去する第一の薄膜化工程と、エッチングによって狙いの膜厚に調整する
第二の薄膜化工程の２段階の薄膜化工程によって、薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均
一性がより良好なＳＯＩウェーハを製造することができる。
【００６８】
　なお、以上説明した本発明のＳＯＩウェーハの製造方法は、スマートカット法やＳＩＭ
ＯＸ（Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｂｙ　ＩＭｐｌａｎｔｅｄ　Ｏｘｙｇｅｎ）法、ｒＴＣＣ
Ｐ（ｒｏｏｍ－Ｔｅｍｅｒａｔｕｒｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｃｌｅａｖｅ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓ）法といった種々のＳＯＩウェーハ製造方法に適用でき、これらの方法においても
、薄膜化工程前に薄膜化工程を行う際の回転位置を決定し、決定した回転位置になるよう
にＳＯＩウェーハを回転させることで、薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均一性を改善
させることができる。
【００６９】
　以上のように、本発明のＳＯＩウェーハの製造方法であれば、例えばＳＯＩ層表面に形
成した熱酸化膜を除去してＳＯＩ層の薄膜化を行う方法や、熱酸化膜除去と膜厚調整の２
段階の薄膜化工程によってＳＯＩ層の薄膜化を行う方法において、ＳＯＩ層の膜厚を高精
度に制御しながら、薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウェーハを
製造することができる。従って、このような方法であれば、極めて高いＳＯＩ層膜厚均一
性が要求されるＦＤ－ＳＯＩウェーハの製造方法として好適である。また、ＳＯＩ膜厚の
面内分布が向上するため、狙いのＳＯＩ膜厚を有するＳＯＩウェーハの製造歩留が向上し
、結果として、プロセスのコストを低減することができる。
【実施例】
【００７０】
　以下、実施例及び比較例を用いて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定
されるものではない。なお、以下の実施例及び比較例では、ＳＯＩ層の最終のターゲット
値を１２．０ｎｍとし、第一と第二の薄膜化工程によって薄膜化を行った。
【００７１】
（実施例１）
　まず、イオン注入剥離法を用いて作製されたＳＯＩ膜厚１５０ｎｍのＳＯＩウェーハ（
直径３００ｍｍ）を５０枚用意し、このＳＯＩウェーハに対して表１に示す酸化条件で熱
処理を行ってＳＯＩ層の表面に熱酸化膜を形成した。次に、エリプソメーターを用いて、
熱酸化膜を形成したＳＯＩウェーハのＳＯＩ層と熱酸化膜の膜厚を測定した。結果を表１
に示す。
【００７２】
　次に、膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布と、予め求めた第一の薄膜化工程
での面内取り代分布に基づいて、ＳＯＩ層の面内膜厚で最も薄い領域が第一の薄膜化工程
を行う洗浄槽内の上側（即ち、取り代が最小となる領域）になるように、ＳＯＩ膜厚測定
後に移載機（ＳＯＩ膜厚測定装置外）でウェーハを時計回りに１３５度回転させてから洗
浄用キャリアに移載した。
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【００７３】
　次に、第一の薄膜化工程として、複数のウェーハを１つのバッチとして同一カセットに
纏めるバッチ式の洗浄機を用いて、表１に示す洗浄条件で、ＳＯＩ膜厚が（最終のターゲ
ット値より厚い）１３．０ｎｍになるようにバッチ式洗浄を行った（酸化膜除去洗浄）。
なお、洗浄は１５％ＨＦ溶液を用いた洗浄（１００ｓｅｃ）と、ＳＣ１溶液（ＮＨ４ＯＨ
水溶液（２９％）：Ｈ２Ｏ２水溶液（３０％）：Ｈ２Ｏ＝１：１：５；液温７６℃）を用
いた洗浄（２４０ｓｅｃ）を組み合わせて行った。
　その後、第一の薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の測定を行った。結果を表１に示す。
【００７４】
　次に、第一の薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚測定により得られたＳＯＩ膜厚の面内分布と、
予め求めた第二の薄膜化工程での面内取り代分布に基づいて、ＳＯＩ層の面内膜厚で最も
薄い領域が第二の薄膜化工程を行う洗浄槽内の上側（即ち、取り代が最小となる領域）に
なるように、ＳＯＩ膜厚測定後に移載機（ＳＯＩ膜厚測定装置外）でそれぞれのウェーハ
を回転させてから洗浄用キャリアに移載した。
【００７５】
　次に、第二の薄膜化工程として、バッチ式の洗浄機を用いて、表１に示す洗浄条件でＳ
Ｃ１溶液を用いてバッチ式洗浄を行った（膜厚調整洗浄）。バッチ式の膜厚調整洗浄では
、第一の薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚測定結果に基づき、ＳＯＩ膜厚の面内平均値が０．１
ｎｍ毎にＳＯＩウェーハを収容する洗浄用キャリアを分割し、キャリア毎に膜厚調整洗浄
のＳＣ１浸漬時間を変えてターゲット値（１２．０ｎｍ）まで薄膜化を行った。なお、Ｓ
Ｃ１は第一の薄膜化工程と同様のものを使用した。
【００７６】
　その後、第二の薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚の測定を行った。更に、測定した第二の薄膜
化工程後のＳＯＩ膜厚の面内分布からＳＯＩ層が１２．０ｎｍ±０．５ｎｍとなったウェ
ーハの割合（歩留）を算出した。結果を表１に示す。
【００７７】
（実施例２）
　第一の薄膜化工程を行う前のＳＯＩウェーハの回転、及び第二の薄膜化工程を行う前の
ＳＯＩウェーハの回転を、別途ウェーハの回転工程を設けずＳＯＩ膜厚測定装置内のウェ
ーハ回転機構で行う以外は実施例１と同様の操作を行い、ＳＯＩ層の薄膜化を行った。な
お、第一の薄膜化工程及び第二の薄膜化工程を行う前のＳＯＩウェーハの回転では、実施
例１と同様に、ＳＯＩ層の面内膜厚で最も薄い領域が薄膜化工程を行う洗浄槽内の上側（
即ち、取り代が最小となる領域）になるように回転させた。
　実験条件、各段階でのＳＯＩ膜厚測定結果、及び算出した歩留を表１に示す。
【００７８】
（実施例３）
　第一の薄膜化工程を行う前のＳＯＩウェーハの回転、及び第二の薄膜化工程を行う前の
ＳＯＩウェーハの回転を、別途ウェーハの回転工程を設けずＳＯＩ膜厚測定装置内のウェ
ーハ回転機構で行い、また第二の薄膜化工程をウェーハ浸漬型の枚葉式洗浄で行う以外は
実施例１と同様の操作を行い、ＳＯＩ層の薄膜化を行った。なお、第一の薄膜化工程及び
第二の薄膜化工程を行う前のＳＯＩウェーハの回転では、実施例１と同様に、ＳＯＩ層の
面内膜厚で最も薄い領域が薄膜化工程を行う洗浄槽内の上側（即ち、取り代が最小となる
領域）になるように回転させた。
　また、ウェーハ浸漬型の枚葉式洗浄では、第一の薄膜化工程後のＳＯＩ膜厚測定結果に
基づき、ＳＯＩ膜厚に応じてウェーハ毎にＳＣ１浸漬時間を変えてターゲット値（１２．
０ｎｍ）まで薄膜化を行った。なお、ＳＣ１は第一の薄膜化工程と同様のものを使用した
。
　実験条件、各段階でのＳＯＩ膜厚測定結果、及び算出した歩留を表１に示す。
【００７９】
（比較例１）
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　第一の薄膜化工程を行う前のＳＯＩウェーハの回転、及び第二の薄膜化工程を行う前の
ＳＯＩウェーハの回転を行わない以外は実施例１と同様の操作を行い、ＳＯＩ層の薄膜化
を行った。実験条件、各段階でのＳＯＩ膜厚測定結果、及び算出した歩留を表１に示す。
【００８０】
【表１】

【００８１】
　表１に示されるように、第一の薄膜化工程（酸化膜除去洗浄）後のＳＯＩ膜厚を比較す
ると、第一の薄膜化工程の前にウェーハを回転させた実施例１～３では、第一の薄膜化工
程後の膜厚Ｒａｎｇｅが０．６４ｎｍとなっており、ウェーハを回転させなかった比較例
１（膜厚Ｒａｎｇｅ＝０．７５ｎｍ）と比べて、ＳＯＩ層の膜厚Ｒａｎｇｅが改善してい
た。
【００８２】
　また、第二の薄膜化工程（膜厚調整洗浄）後のＳＯＩ膜厚を比較すると、第二の薄膜化
工程の前にウェーハを回転させた実施例１～３では、第二の薄膜化工程後の膜厚Ｒａｎｇ
ｅが０．６１ｎｍとなっており、ウェーハを回転させなかった比較例１（膜厚Ｒａｎｇｅ
＝０．７９ｎｍ）と比べて、ＳＯＩ層の膜厚Ｒａｎｇｅが改善していた。
　また、膜厚Ｒａｎｇｅが改善した結果、ＳＯＩ膜厚の規格（１２．０ｎｍ±０．５ｎｍ
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）に対する製造歩留が向上した。
【００８３】
　なお、膜厚Ｒａｎｇｅや歩留については、ＳＯＩ膜厚測定のウェーハ回収時にＳＯＩ膜
厚測定装置内でウェーハを回転させる場合（実施例２）と、ＳＯＩ膜厚測定後に別途ウェ
ーハを回転させる場合（実施例１）で差は見られなかった。
【００８４】
　以上のことから、本発明のＳＯＩウェーハの製造方法であれば、ＳＯＩ膜厚を調整する
薄膜化工程後のＳＯＩ層の面内膜厚均一性が良好なＳＯＩウェーハを製造できることが明
らかとなった。
【００８５】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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